RESUME
        Dans ce travail nous avons étudié le piégeage des grains de poussière dans les gaines électrostatiques d'un plasma de décharge. Pour cela, nous avons établi un modèle théorique unidimensionnel, stationnaire et non magnétisé, qui décrit l'interaction d'un plasma avec une  surface solide (électrode). En particulier, nous avons montré l'existence d'une région non neutre, appelée gaine électrostatique, dans l'interface plasma-électrode en utilisant le critère de Bohm        et la quasi-neutralité du plasma. Dans un premier temps, la dynamique des grains de poussière (impuretés) dans les gaines électrostatiques a été aussi discutée en négligeant les collisions. Nous avons montré qu'il existe une position bien définie du piégeage stable des grains de poussière de charge négative. Ceux de charge positive sont captés par l'électrode. Le calcul des forces agissant sur les grains de poussière montre leur dépendance par rapport à la taille de ces derniers. Par conséquent, nous avons montré que la position du piégeage dépend fortement du rayon du grain de poussière. Aussi, nous avons montré que l'utilisation du modèle de la force de résistance ionique de Khrapak améliore beaucoup les résultats de la littérature. Par la suite, nous avons pris en considération l'effet des collisions des ions avec les atomes ou molécules du gaz neutre, et l'effet des ions négatifs (plasma électronégatif) dans notre modèle. Pour la résolution numérique de nos équations, un code numérique en langage Fortran qui utilise les conditions aux limites a été développé. Nous avons montré que la prise en compte de ces deux contributions, qui sont négligées dans la littérature, réduit considérablement l'épaisseur de la gaine électrostatique et les positions de piégeage sont décalées vers l'interface plasma-gaine. Les paramètres pertinents qui contrôlent le piégeage sont déterminés. Nous avons aussi montré que l'interaction horizontale entre les grains de poussière est négligeable devant l'effet de la gravité et la force électrique verticale due à la séparation de charge. Ces résultats sont particulièrement importants dans la mesure où nous pouvons les utiliser pour résoudre le problème des impuretés dans les tokamaks. De plus, la maîtrise de la physique des impuretés permet d'améliorer la qualité de dépôt des couches minces dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs. 

